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一、 芯片基本介绍 

 ME8119主要针对适配器、充电器、开板电源、家电类、辅助电源而设计的一款高性能控 

制芯片。ME8119  内部集成了一个脉宽调制控制器和一个600V 的高压功率4A  MOSFET。

ME8119 的启动电流很低，电流模式脉宽调制使得在轻载时工作在节能模式。这些特性保证了

电源能轻松达到最严苛的能源法规要求。  ME8119 的集成功能包括电流检测的前沿消隐，内

部斜率补偿，逐周期峰值电流限制和软启动。 另外，在误动作时，过流保护(OCP)，过压保护

(OVP) 和过载保护  (OLP) 、过温保护（OTP）能为芯片提供充分的保护。总之，ME8119 拥有

更好的特性和更低的电源成本. 

 

主要特点如下： 

●  低待机功耗：通过低功耗间歇工作模式设计，达到小于0.1W待机功耗。 

●  无噪声工作：优化的芯片设计可以使系统任何工作状态下均可安静地工作，系统最小工作

频率控制在22K以上。 

●  更低启动电流：VDD启动电流低至 5uA，可有效地减少系统启动电路的损耗，缩短系统的

启动时间。 

●  更低工作电流：工作电流约为 1.8mA， 可有效降低系统的损耗,提高系统的效率。 

●  内置前沿消隐：内置220nS前沿消隐（LEB），降低系统成本。 

●  内置良好的 OCP 补偿：内置了 OCP 补偿功能，使系统在不需要增加成本的情况下轻易做

到全电压范围内系统的OCP曲线趋向平坦， 提高系统的性价比。   

●  完善的保护功能：集成了完善的保护功能模块。OVP，UVLO，OCP，OTP、恒定的 OPP可以

使系统设计简洁可靠，同时满足安规的要求。 

●  软启动功能：内置4mS软启动功能,可有效降低系统开机MOS管漏源之间电压过冲。  

●  较少的外围器件：外围比较简单，可有效提高系统的功率密度，降低系统的成本。 

●  优良的 EMI 特性： 内置的频率抖动设计可以有效的改善系统的 EMI 特性，同时可以降

低系统的EMI 成本。 
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二、管脚定义 
 

 

 

 

 

 

引脚名称 描述说明 

RT 双功能引脚。可以通过一个NTC电阻连接到地和一个稳压二极管连

接到VDD，可以实现过电压保护和过温度保护。 

VDD 芯片电源供电脚 

FB 反馈输入引脚。 PWM占空比取决于这个引脚电压等级和SENSE引脚

输入。 

SENSE 电流检测输入引脚。连接到MOSFET的电流检测电阻器节点。 

DRAIN 内部功率MOSFET漏级。 

GND 芯片地 

三、功能框图 
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四、各脚的功能以及调试中注意事项： 

 

1．RT脚： 

    RT 端内部连接了一个恒流源，该恒流源提供100uA

（典型值）输出电流 。当因某种因素导致系统内部

温度逐渐上升时，NTC 温度补偿电阻受温度升高的

影响，其阻值逐渐降低，从而使 RT 端的电压逐渐

下降，直到 RT 端的电压降到 1.0V（典型值）以下

并持续 100uS后，芯片 Gate停止驱动，电源输出

关闭，保护整个系统；当系统内部温度逐渐降低时，

温度补偿电阻受温度下降的影响，其阻值逐渐升高，

从而使 RT 端的电压逐渐上升，直到 RT 端的电压

上升到 1.07V（典型值）并持续 100uS后，芯片自动恢复输出，系统恢复正常工作。 由

于 NTC 电阻的精度及生产过程中 NTC 电阻检测点的不一致性导致系统的 OTP 点误差较

大， 推荐 R1使用可调电阻， 产品在生产时可通过调节该可调电阻阻值来调整系统的 

OTP的精度，满足不同的客户需求。 

以系统100度OTP保护为例：RT选择150K热敏电阻，R1选择1.2-1.5K（0603）电阻即

可，其它类推。 

 

2.  电源VDD脚： 

    ME8119 的启动电流低至5uA，可有效地减少系统启动电路的损耗，缩短系统的启动时间。

VCC脚外接限流电阻参考值在0-33欧之间。启动电阻 RIN 的最大功率损耗：  

在下图中，RIN 的最大功率损耗可以用下面的公式计算出来，公式如下： 

 

 

 

 

 

Vdc,max：    最大输入电压整流后的直流电压  

V ：         芯片正常工作的电压 
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3. FB反馈输入脚： 

了解该脚各电压门限相对应的系统工作状态对分析和优化系统设计非常有帮助的。

0.75V-1.0V为系统在轻载间歇模式下的FB脚电压值，1.0V-3.7V为系统正常工作时FB脚

电压值(该电压段对应的开关频率随电压增高频率增大，最大增大到65K左右)，3.7 V-4.2V

为反馈环路开路，过功率保护，短路保护时FB脚电压值。0.75V（典型值）以下GATE端输

出被关闭，FB短路电流典型值为0.3mA。当FB脚电压持续88mS大于3.7V或小于0.75V

时,GATE端立即关闭输出脉冲，保护整个系统的安全。 

 

4.  电流检测SENSE脚： 

    开关电流经过一检测电阻流进SENSE脚，进行PWM调制。另外内置一个220nS前沿消隐电

路。该脚对地电阻的大小可以调节输出功率大小。 

 

5.  DRAIN脚： 

ME8119内部集成了一个脉宽调制控制器和一个4A 600V 的高压功率 MOSFET，该脚为内

部高压功率 MOSFET的漏极接变压器初级。 

 

6.  GND脚：  

芯片电源接地脚，画PCB时注意与功率地分开布线。 

 

7.  动态响应(DNY)的调整 

从动态响应的原理来看，系统要具有较快的环路响

应特性才能使系统的动态响应特性较好。通过分析

右图中的电路，对调整系统的动态响应特性是很有

帮助的。对芯片而言，整个系统的环路响应是芯片

的 FB端通过检测U3光耦反馈传输过来的信号强度

及信号变化来进行控制的，系统的响应特性不仅与 

ME431的增益有关，而且与光耦的传输特性有关。为

了使系统具有较好的动态响应特性，我们需要调节 

ME431的反馈增益环路相关元件 R15与 C14的值，使环路具有较高的增益， 另外需要

调节 R13 的值(R13 的取值不宜过大)， 使 U3 光耦发射二极管端能够把次级变化的信

号转化为电流变化信号，并迅速的反馈到芯片的 FB 端进行跟随控制。注意：ME431 的

最小工作电流 IF值为 1mA，但是这个值并不是 ME431 稳定工作的最小值，具体的值不



 

地址：上海市闵行区宜山路1618号E座6楼B3      021-64806511-808    Page 6 of 11     ww.microne.com.cn 

同公司生产的会有所不同，设计参考值一般为 1.1～5mA；设计中建议给 ME431 提供1

个偏置电阻以方便调整环路的稳定性，另外FB外接电容大小也影响动态响应。 

 

8.  保护功能说明： 

好的电源系统一定有完善的保护，主要包括：过电流保护（OCP） 、过温保护（OTP）、

过载保护（OLP） 、输入VDD过压保护、驱动过压嵌位、VDD欠压锁定（UVLO）等。 

1） OCP和 OLP芯片SENSE 脚通过检测系统初极侧流过主开关管的电流信号活动，芯片能

检测到系统过流或者过功率的状况。当系统输出发生短路、过流或过功率现象时，如果

SENSE 脚的电压 VTH-OC超过0.85V（典型值）时，GATE脚输出脉宽将会被限制输出，这时

系统处于恒功率输出状态Po=Vo*Io。即如果增加输出负载电流，系统输出电压相应下降，

FB电压相应上升，当这种现象持续88mS后，系统将进入打嗝式保护状态。 

2） 输入VDD过压保护 

芯片 VDD端内置有过压保护(OVP)电路及 VDD过压钳位电路， 当 VDD端电压 Vdd上升

到 27.5V左右时，芯片就会进入过压保护状态，这时 Gate 停止输出脉宽，从而保护整

个系统。  

3） VDD欠压保护（UVLO） 

ME8119芯片都内置有欠压保护电路(UVLO)，当 VDD端电压小于 8Vmax时，芯片就会进

入欠压保护状态，这时 Gate 停止输出 PWM。 注意： 设计中需要检查交流输入全电压

范围内当输出负载瞬间由满载转为空载时芯片的Vdd端电压是否受影响而误触发UVLO,

即Vdd端电压瞬时低于8V(考虑温度的影响建议设计参考值为 15V)，否则容易造成空载

电压不稳现象。 

 

9． 注意事项： 

1）当系统工作在满载情况下，如出现可听见异音，请先检查系统是否工作正常、参数是

否正常，如果你确认无误，请检查FB端电压波形是否平滑，如果发现较大干扰，请检

查系统PCB layout是否合理，对较小干扰可通过外加滤波网络消除，FB脚对地电容

取值建议要小于10nF。 

2） EMI 传导超标或余量不足 

A．变压器绕组顺序是否正确. 

B．屏蔽层是否放在初次级之间. 

C．屏蔽层的中点是否有接至初级的“冷点”.  

D．每个绕组的层数是否合理是否为紧绕和密绕,尽量做到每层饶满饶平，饶的总层数尽量

控制少一点. 
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3）输出整流二极管的选择：  

输出整流二极管首先考虑的是耐压问题。其最低耐压值应满足： 

     

     

 

输出整流二极管的电流选择：大于3倍输出额定电流，具体根据实际温升做调整。 

   4）PCB Layout时请将GND、SENSE和DRAIN脚两个地方的铜皮连线尽量加宽，特别是GND、

SENSE脚。这样做有利于ME8119散热。 

5）输入端大电解选择：容量等于2倍输出额定功率，具体根据实际情况调整，耐压400V。 

6）输出端电解选择：5V输出系统，1A负载选择10V/1000uF电解，12V输出系统，1A负载

选择16V/470uF电解，依次类推。 

10.  输出电压不稳调整方案： 

使用Flyback架构的系统， 由于系统工作一般会跨越电流连续(CCM)及电流不连续(DCM) 

两种模式。如果系统参数不匹配，那么这种工作模式将很容易导致大信号不稳现象发生， 

在系统板上具体现象表现为：  

1） 输出空载电压不稳定。  

2） 输出负载突然由满载切换为空载的情况易造成输出电压不稳定。  

3） Overshoot/Undershoot 性能较差。  

如设计中遇到以上现象， 请先检查系统在输出空载且输入电压在85～264Vac的情况下，

芯片的 Vdd端(5脚)的电压是否达到稳定的门限电压(Vth≈8V)，考虑到系统温度的影

响，设计中建议该门限电压值 Vth_＞10V；其次check系统的环路是否真的处于稳定状

态。如果以上均确定没有问题，建议进行如下几点的调整方案：  

1） 适当增加Vdd端电容的容值。  

2） 适当减少Vdd端限流电阻的阻值。这里特别说明，ME8119的OCP不是依靠Vdd的

电压下降进行保护的，如：ME18W  Demo该位置的取值就为0 Ohm。  

3） 在满足系统省功要求的情况下在次级增加   

较小的假负载。      

如果进行以上调整后仍然感到不满意，需    

要综合考虑省功﹑缩短启动时间及调整  

输出电压不稳等因数。强力推荐右边的典  

应用启动电路 。 
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五、应用电路 
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六、变压器图 
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七、Demo板清单 
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八、关键电气参数 
 

 

1. 空载功耗及输出电压： 

 

 

2. 能源之星效率:  

 

 

 

3.输出纹波及杂讯： 

 

输入电压 空载功耗 空载输出电压 要求范围 判定 

90VAC/50HZ 0.05W 12.19 ＜0.1W  OK 

115VAC/50HZ 0.053W 12.19 ＜0.1W OK 

230VAC/50HZ 0.081W 12.19 ＜0.1W OK 

265VAC/50HZ 0.09W 12.19 ＜0.1W OK 

输入电压 
负载 

情况 

输出 

电压(V) 

输出 

电流(A) 

输入 

功率(W) 
效率 

平均 

效率 

要求 

范围 

判定 

115VAC/50HZ 

25% 12.19 0.38 5.32 87.1% 

86.3 ≥84% OK 
50% 12.19 0.75 10.56 86.6% 

75% 12.19 1.13 15.95 86.4% 

100% 12.19 1.5 21.46 85.2% 

230VAC/50HZ 

25% 12.19 0.38 5.41 85.6% 

86.6 ≥84% OK 
50% 12.19 0.75 10.6 86.3% 

75% 12.19 1.13 15.76 87.4% 

100% 12.19 1.5 20.97 87.2% 

输入电压 Min.Load  0% Max.Load 100% 要求范围 判定 

90VAC/50HZ 46mV 115mV ＜120mV  OK 

115VAC/50HZ 33mV 55mV ＜120mV OK 

230VAC/50HZ 30mV 41mV ＜120mV OK 

265VAC/50HZ 29mV 39mV ＜120mV OK 


